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Opis wynalazku

Przedmiotem wynalazku jest uktad tranzystorowego mostka H, przeznaczony do sterowania ob-
ciazeniem przy matym napieciu zasilania, ktory znajduje zastosowanie na przyktad w uktadzie sterowa-
nia sitownikiem elektrycznym grzejnikowym.

Ze stanu techniki znany jest mostek H, ktory wykorzystuje ukitad elektroniczny umozliwiajacy
zmiane kierunku obrotu silnika pradu statego przez ,odwracanie” biegundw zasilania. Mostek H sktada
sie ze stykdow — przetacznikdw — sa to najczesciej elementy poétprzewodnikowe. Zmiane biegunéw
mozna realizowac¢ na przekaznikach, tranzystorach bipolarnych lub unipolarnych lub mieszajac ele-
menty réznego typu. Najprostsza konstrukcja mostka H zawiera uktad z pojedynczymi stykami przeta-
czalnymi SPDT - Single Pole Dual Throw albo podwdjnymi stykami przetaczalnymi DPDT — Dual Pole
Dual Throw. Tranzystory w takich uktadach wprowadzaja jednak straty, z uwagi na fakt, iz miedzy ko-
lektorem a emiterem tranzystoréw bipolarnych zawsze wstepuje spadek napiecia, rosnacy wraz
ze wzrostem pradu kolektora, dlatego nie korzysta sie z nich w uktadach gdy mostki zasilane sag niskim
napieciem z baterii. Wraz z rozwojem technologii zaczeto korzysta¢ z uktadow MOSFET, wykorzystu-
jacych tranzystor unipolarny MOSFET zawierajacy strukture potprzewodnikowa tworzaca cechy charak-
terystyczne wytacznie dla tego elementu: bramke G, zrodto S, dren D, oraz podioze B, a takze struktur
pomocniczych w postaci pétprzewodnika P oraz izolatora lub przestrzeni na kanat N.

Znane dotychczas ukfady sa rozbudowane albo przeznaczone do pracy dla napie¢ wyzszych,
gdzie nie ma ryzyka przejscia tranzystora mostka w stan nieustalony powodujacy uszkodzenie tranzystora.

Z japonskiego zgtoszenia patentowego nr JP2004350451A1 znany jest obwdd mostka H i sposob
jego sterowania, ktory wykorzystuje element potprzewodnikowy typu efekt pola elektrycznego w urza-
dzeniu przetaczajacym, zdolny do niewielkiego wptywu na szum generowany przez pasozytniczg po-
jemnos¢ urzadzenia przetaczajacego podczas operacji przetaczania poprzez zwiekszenie napiecia
bramki urzadzenia przetaczajacego po stronie niskiego napiecia w celu zapobiezenia wzrostowi rezy-
stancji wiaczenia oraz poprzez zastosowanie konfiguracji obwodu, ktéra uniemozliwia otwarcie bramki.

Ze zgtoszenia chinskiego wzoru uzytkowego nr CN203708158U znany jest uktad mostka H oparty
na tranzystorze polowym, ktéry moze skutecznie zapobiega¢ uszkodzeniu tranzystora polowego i jest
wysoce niezawodny podczas pracy.

Wada znanych uktadéw mostka H jest to, Ze przy zbyt niskim napieciu zasilania wystepuje mata
réznica potencjatu bramka — dren tranzystora typu P, ktéry wychodzi ze stanu nasycenia zwiekszajac
rezystancje wewnetrzna ztacza zrédto — dren, co powoduje zmnigjszenie sprawnosci — zwolnienie i me-
chaniczne zatrzymanie silnika DC, doprowadzajac tym samym do uszkodzenia tego tranzystora. Aby
zapobiec niepozadanym stanom nieustalonych stosuje sie dodatkowe ujemne napiecie do utrzymania
tranzystora typu P w stanie nasycenia.

Celem wynalazku jest opracowanie nowego ukftadu tranzystorowego mostka H poprzez zastoso-
wanie dodatkowych tranzystoréw T6 i T7 typu N w znanym uktadzie tranzystorowego mostka H, ktory
charakteryzuje sie tym, ze dla niskiego napiecia zasilania uktadu mostka H tranzystor typu P wychodzi
ze stanu nasycenia, wtedy dodatkowy tranzystor typu N przy duzej réznicy potencjatu Zzrodto — dren
przejmuje funkcje tranzystora typu P i zaczyna przewodzi¢ utrzymujac stan przewodzenia w gatezi
mostka H zapobiegajac uszkodzeniu tranzystora typu P w gatezi mostka H.

Uktad tranzystorowego mostka H do sterowania w obu kierunkach obrotu elektrycznym silni-
kiem (M), skiadajacy sie z tranzystorowego mostka typu H, wyposazonego w obwdd tranzystorow
MOSFET P (T2, T4) oraz tranzystorow MOSFET N (T3, T5), ktorych bramki (G) potaczone sg poprzez
rezystory (R2, R3, R4, R5) i ukfad filtrujacy (C2, R8) z wejsciami (IN1, IN2) napiecia sterujacego oraz
zrodta (S) tranzystorow MOSFET P (T2, T4) potaczone z wejsciem sterujacym napieciem zasilania (S1)
wraz z uktadem filtrujacym (R1, C1) poprzez tranzystor bipolarny n-p-n (T1), wedtug wynalazku, cha-
rakteryzuje sie tym, ze w obwod tranzystorow MOSFET P (T2, T4) dodane zostaty rownolegte iden-
tyczne dodatkowe tranzystory MOSFET N (T6, T7) gdzie zrodto (S) tranzystora MOSFET P (T2, T4)
potaczone jest z drenem (D) dodatkowego tranzystora MOSFET N (T6, T7), natomiast dren (D) tranzy-
stora MOSFET P (T2, T4) potaczony jest ze zrodtem (S) dodatkowego tranzystora MOSFET N (T6, T7),
gdzie bramka (G) MOSFET N (T6) potaczona jest poprzez rezystor R6 z wejsciem IN2, a bramka (G)
MOSFET N (T7) potaczona jest poprzez rezystor R7 z wejsciem IN1.

Przedmiot wynalazku zostat pokazany w przyktadzie wykonania w postaci schematu przedsta-
wiajacego ukiad tranzystorowego mostka H.
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Jak pokazano na rysunku uktad tranzystorowego mostka H sktada sie ze znanego tranzystoro-
wego mostka typu H, gdzie w obwdd tranzystorow MOSFET P (T2, T4) dodane zostaty rownolegte
identyczne dodatkowe tranzystory MOSFET N (T6, T7) gdzie zrodto (S) tranzystora MOSFET P pota-
czone jest z drenem dodatkowego tranzystora MOSFET N (T6, T7), natomiast dren (D) tranzystora
MOSFET P (T2, T4) potaczony jest ze zrodtem (S) dodatkowego tranzystora MOSFET N (T6, T7),
a bramki (G) tranzystorow (T2, T3, T4, T5, T6, T7) sa potaczone poprzez rezystory R2, R3, R4, R5, R6,
R7, R8 z wejsciami (IN1, IN2) napiecia sterujacego.

Zastosowanie uktadu zmodyfikowanego mostka H jest korzystne wszedzie tam, gdzie wystepuje
potrzeba regulacji i zmiany kierunku obrotéw silnika pradu statego, zwtaszcza w uktadach zasilanych
niskim napieciem z baterii.

1.

Zastrzezenie patentowe

Uktad tranzystorowego mostka H do sterowania w obu kierunkach obrotu elektrycznym
silnikiem (M), sktadajacy sie z tranzystorowego mostka typu H, wyposazonego w obwdd tran-
zystorow MOSFET P (T2, T4) oraz tranzystorow MOSFET N (T3, T5), ktorych bramki (G)
potaczone sg poprzez rezystory (R2, R3, R4, R5) i ukiad filtrujacy (C2, R8) z wejsciami (IN1,
IN2) napiecia sterujacego oraz zrodia (S) tranzystorow MOSFET P (T2, T4) potaczone z wej-
Sciem sterujacym napieciem zasilania (S1) wraz z uktadem filtrujacym (R1, C1) poprzez tran-
zystor bipolarny n-p-n (T1), znamienny tym, ze w obwaod tranzystorow MOSFET P (T2, T4)
wtaczone sa rownolegle identyczne dodatkowe tranzystory MOSFET N (T6, T7) gdzie zro-
dio (S) tranzystora MOSFET P (T2, T4) potaczone jest z drenem (D) dodatkowego tranzystora
MOSFET N (T6, T7), natomiast dren (D) tranzystora MOSFET P (T2, T4) potaczony jest
ze zrodtem (S) dodatkowego tranzystora MOSFET N (T6, T7), gdzie bramka (G) MOSFET N (T6)
potaczona jest poprzez rezystor R6 z wejsciem IN2, a bramka (G) MOSFET N (T7) potaczona
jest poprzez rezystor R7 z wejsciem IN1.
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